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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Speicherbaustein fur Mikroprozessoren 

Ein Speicherbaustein fur Mikroprozessoren, der wie her- 
kommliche EPROM-Speicherbausteine fur Programmande- 
rungen loschbar und danach wieder programmierbar sein soil, 
ist zur besseren Loschbarkeit und schnelleren Programmier- 
barkeit aus etnem CMOS-RAM-Speicherbaustein und einer 
elektronischen Randboschaltung mit Stromquelle zur Puffe- 
rung der RAM-Versorgungsspannung versehen, wobei die 
Stromquelle ein Akkumutator mif an den Betriebsspannungs- 
anscniuB des Speicherbausteins angeschlossenem Lade- 
stromkreis ist. Oieser Akkumulator ist durch elektronische 
Schaltteile gegen Entladen in die externe Beschaltung gesi- 
chert. Auflerdem ist der hinsichtlich Verlust an Speicherung 
durch an semen Anschlussen herrschende auflere Einflusse 
sehr empfindliche CMOS-RAM-Speicnerbaustein mittels 
einos Schaltors an seinem Aktivierungsemgang zu sichern. 
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Speicherbaustein fiir Mi kroprozessoren 



Patentanspriiche 

(\) Speicherbaustein fiir Mi kroprozessoren , der fur Pro- 
grammanderung loschbar und danach wieder programmier- 
bar und im iibrigen wie ein EPROM-Spei cherbaustein 
dazu ausgebildet ist, die ihm gegebene Programmierung 

5 festzuhalten und auch anstelle eines EPROM-Speicher- 

bausteins in Mikroprozessor-Schaltungen und - ggf. 
'iiber ein elektroni sches Anpassungselement - in elek- 
tronische Entwi ckl ungs- und Programmiergerate einsetz- 
bar ist, und bei dem ein CMOS-RAM-Speicherbaustei n mit 

10 einer eine Stromquelle zur Pufferung der RAM-Ver- 

sorgungsspannung enthaltenden e lektroni schen Rand- 
beschaltung zu einer elektroni schen Daustei nei nhei t 
vereinigt ist, 
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dadurch gekennzei chnet , da B 

a) die Stromquelle zur Pufferung der RAM-Versorgungs- 
spannung ein Akkumulator (3) ist, der Uber einen 
Widerstand (10) zur Einstellung des Lade- und 

5 Pufferstroms an die Zufuhrung fur die normale Be- 

tr iebsspannung angeschl ossen ist, wobei 

b) die elektronische Randbescha 1 tung elektroni sche 
Schaltteile (4) zur Verhinderung von Energieab- 
fluli vom Akkumulator (3) in die externe ■ Bescha ltung 

10 und 

c) ein Schal terelement (5 bzw 9) enthalt, das zwischen 
dem am CMOS-RAM-Spei cherbaustei n (1) ; . ^ Akti vierun 
f u r die Eingabe von Spei cherungen vorgesehenen *Ei n- 
gang (pin 18) und einen Anschlufi fur die Aktivie- 

15 rungsspannung (ITS') des Programmi ergerates einge- 

setzt ist, wobei der Akti v ierungsei ngang (pin 18) 
und der Eingang (pin 24) fur die Versorgungsspannur 
des CMOS-RAM-Spei cherbausteins (1) Uber einen 
ohm'schen Widerstand (6) miteinander verbunden sine 

20 2) Speicherbaustein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Akkumulator (3) auf die stand-by Betrieb; 
spannung des CMOS-RAM-Speicherbausteins (1) abgestimml 
ist und uber eine Di odenscha 1 tung (7) bei Fehlen der 
externen Betriebsspannung die Stromversorgung des 

25 CMOS-RAM-Speicherbausteins (1) ubernimmt. 
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3) Speicherbaustein nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet , daft der Akkumulator (3) iiber den Wider- 
stand (10) an eine Diodenschaltung oder vorzugsweise 
an die Basis eines mit seiner Emi tter-Kol lektor- 

5 Strecke in die Zufiihrung fur die normale Betriebs- 

spannunq - h, CMOS-RAM-Speicherbaustein (1) gelegten 
Transistors (4) a.igesch lossen ist. 

4) Speicherbaustein nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurc k gekennzei chnet , dali das an den Akti vierungs- 

10 eingang (pin 18) des CMOS-kAM-Speicherbausteins (1) 

gelegte Scha 1 terelement (9) ein von Hand zu betati- 
gender Ein-Aus-Schalter ist. 

5) Speicherbaustein nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzei chnet , dali das Scha lterelement durch 

15 einen Transistor (5) gebildet ist, der mit seiner 

Emitter-Kol lektor-Strecke zwischen den Akt i vi erungs- 
eingang (pin 18) des CMOS-RAM-Speicherbaustei ns (1) 
und den AnschluB fur die Akti vierungsspannung (£3") ge- 
legt ist, wobeidie Basis des Transistors (5) iiber 

20 ein e Zenerdiode (11) an die Versorgungsspannung (Emitter 

des Transistors 4) gelegt ist. 



6) Speicherbaustein nach Anspruch 5, gekennzei chnet durch 
Dimensionierung von Zenerdiode (11) und Spannungs- 
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teiler (12, 13) derart, daB bei Absinken der Ver- 
sorgungsspannung (Emitter des Transistors 4) auf einen 
Wert von etwa 0,5V unterhalb der MIndestbetriebsspannun< 
des CMOS-RAM-Speicherbausteins (1), der an dem Akti- 
vierungseingang (pin 18) liegende Transistor (5) 
sperrt und die Spannung am Aktivierungseingang (pin 18) 
des CMOS-RAM-Speicherbausteins (1) uber den zwischen 
dem Aktivierungseingang (pin 18) und dem Eingang 
(pin 24) fur die Versorgungsspannung des CMOS-RAM- 
Speicherbausteins (1) liegenden Widerstand (6) auf 
high geht. 

7) Speicherbaustein nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
gekennzei chnet durch ein in Art eines Zwischensockel s 
an die Bauste i nei nhei t (2) ansetzbares Anpassungs- 

15 element (20), das in den anzupassenden Verbindungen 

elektroni sche Scha ltungstei le, insbesondere eine inver- 
tierende Trans i storscha ltung (21, 22, 23) enthait. 

8) Speicherbaustein nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
gekennzei chnet durch eine Bausteineinheit (2) mit 

20 einer Grundplatte (15) an deren Unterseite Anschluli- 

stifte (pins 16) in EPROM-pi n-Anordnung angebracht 
sind und die auf ihrer Oberseite einen CMOS-RAM- 
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Speicherbaustein (1) einen Akkumulator (3), elektro- 
nische Bauelemente (4, 7) fur einen Lade- und Puffer- 
stromkreis des Akkumulators (3), einen an / den Ak- 
tivierungseingdng des CMOS-RAM-Speicherbaustei ns (1) 
5 angeschlossenen Schalter (5, 9) und elektrische 

Wider:ton~e (10, 6, I2,b)tragt, die als elektroni sche 
Randbeschaltung mit dem CMOS-RAM-Speicherbaustein (1) 
und untere i nander verbunden sind. 



9) Speich 'baustein nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
10 net, d?.(i der Schalter aus einem Schalttransistor (5), 

einem ohm'schen Spannungstei ler (12, 13) und einer 
Zenerdiode (11) zusammengesetzt ist. 

10) Speicherbaustein nach Anspruch 8 oder 9, gekennzeich- 
net durch eine von seitlichen elektrischen Anschlussen 
15 freie Baustei nei nheit (2), bei der die auf der Ober- 

seite der Grundplatte (15) angebrachten Bauelemente 
(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) zu einem 
Block (17) vereinigt, vorzugsweise in einen Block 
(17) einqegossen sind. 
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Die Erfindung bezieht sich auf einen Speicherbaustei n filr 
Mikroprozessoren, der fur Programmanderung loschbar und 
danach wieder programmi erbar und im iibrigen wie ein 
EPROM-Speicherbaustein dazu ausgebildet ist, die ihm 
gegebene Programmierung fest zu halten und auch anstelle 
eines EPROM-Spei cherbauste i ns in Mi kroprozessor-Scha 1 tunge 
und - ggf. uber ein elektronisches Anpassungselement - 
in elektronische Entwickl ungs- und Programmiergerate ein- 
setzbar ist, wobei ein CMOS-RAM-Speicherbaustei n mit einer 
eine Stromquelle zur Pufferung der RAM-Versorungsspannung 
enthaltenden e lektroni schen Randbeschaltung zu einer 
elektroni schen Bausteineinheit vereinigt ist. 

Speicherbausteine dieser Art sind in der Zeitschrift 
"Electronic Product News EPN " , Ausgabe Januar 1980, 
als nichtf luchtiger RAM-Module Oder "Instant ROMs" be- 
schrieben. Sie sind auch unter der Bezeichnung " EPROM 
EMULATORS" bekannt. Diese bekannten "Instant ROMs" oder 
"EPROM EMULATORS" haben jedoch den erheblichen Nachteil, 
daft sie mit einem elektrischen Primarelement , namlich 
einer Lithium-Batterie als Stromquelle ausgerustet sind. 
Schon allein die sich verbrauchende elektrische Primar- 
batterie beschrankt die Lebensdauer dieser bekannten 
Speicherbausteine. Dabei ist es zur Erzielung ausreichen- 
der Lebensdauer notwendig, solche CMOS-RAM-Speicherbau- 
steine zu benutzen, die nur sehr geringen Stromverbrauch 
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haben. Dabei sind aber das Einschreiben und das Ablesen 
von Speicherungen bei solchen CMOS-RAM-Speicherbaustei nen 
nur mit geringer Geschwindigkeit moglich. Die bekannten 
"Instant ROMs" bzw. "EPROM EMULATORS" sind daher fur 
5 hohere Anf orderungen , insbesondere fur hohere Einschretb- 

gpschwindigkeit, . und Ablesgeschwindigkeiten von Speicherun- 
gen nicht geeignet. 

Aufgabe der Erfindung ist es demgegeniiber , Speicherbausteine 
der eingangs beschriebenen Art dahingehend wesentlich zu 
10 verbessern, daft die durch die Stromquelle bedingte Be- 
schrankung der Lebensdauer und die durch die notwendige 
Wahl spezieller CMOS-RAM-Bausteine bedingte Beschrankung 
der Einschreibe- und Ablesecharakteri stik entfallen. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaft dadurch gelost, daft 
15 a) die Stromquelle zur Pufferung der RAM-Versorgungs- 
spannung ein Akkumulator ist, der uber einen Wider- 
stand zur Einstellung des Lade- und Pufferstroms an 
die Zufuhrung fur die normale Betr iebsspannung ange- 
schlossen ist, wobei 
20 b) die elektroni sche Randbeschaltung elektronische Schalt- 
teile zur Verhinderung von Energi eabf luft vom Akkumula- 
tor in die externe Beschaltung und 
c) ein Schaltelement enthait, daft zwischen dem am CMOS- 
RAM-Speicherbaustei n fur die Eingabe 
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von Spei cherungen vorgesehenenYEi ngang und einem An- 
schluB fur die Aktivierungsspannung des Programmier- 
gerates eingesetzt ist, wobei der Akti vierungseingang 
und der Eingang fiir die Versorg'ungsspannung des CMOS- 
RAM-Speicherbausteins uber einen ohm'schen Widerstand 
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miteinander verbunden sind. 

Durch die Erfindung wird erreicht, daB der als Stromquelle 
zur Pufferung der RAM-Versorgungsspannung eingesetzte 
Akkumu 1 ator wahrend des Betriebes des Speicherbausteins 

10 standig aufgeladen wird. Da die zur Pufferung der RAM- 
Versorgungsspannung erf order 1 i che Klemmenspannung des 
Akkumulators kleiner als die normale Betr i ebsspannung des 
Speicherbausteines ist, laBt sich mittels des zwischen 
die Zufiihrung fiir die normale Betr i ebsspannung und den 

15 Akkumulator eingesetzten elektrischen Widerstand der 

Ladestrorn so begrenzen, daB der Akkumulator keine Scha- 
digung durch uberladen erfahrt aber andererseits auch bei 
einer Betri ebswei se des Speicherbausteines mit relativ 
kurzen Betriebszei ten und relativ langen AuBerbetriebs- 

20 zeiten das vollstandige Nachladen des Akkumulator ge- 
wahrleistet ist. Durch die in der elektroni schen Rand- 
beschaltung vorgesehenen e 1 ektron i schen Schaltteile zur 
Verhinderung von Energ i eabf 1 uB vom Akkumulator in die 
externe Beschaltung wird vermieden, daB sich der Akku- 

25 mulator in einem in eine Mikroprozessor-Schaltung Oder 
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in ein Entwi cklungs- und Programmiergerat eingesetzten 
erf indungsgemaBen Spei cherbaustein entladen konnte. Viel- 
mehr wird durch diese elektronischen Schaltteile zur Ver- 
hinderung von Energieabf luB in die externe Beschaltung 
5 sichergestellt, daft bei Wegfall der aus der externen Be- 
schaltung kommen^n Betriebsspannung die an die externe 
Besct.altung angeschlosser.e Betri ebsspannungs-Zuf Uhrung 
innerhalb des Speicherbaustei ns blockiert und die aus 
dem Akkumulator kommende Pufferung der RAM-Versorgungs- 
10 spannung sofort voll wirksam wird. Zugleich ist durch die 
Erfindung mi:tels eines Scha lterelements Vorsorge dafur 
getroffen, daB beim Herausnehmen des erf i ndungsgemaBen 
Speicherbausteins aus dem Entwicklungs- und Programmier- 
gerat die in den Speicherbaustein ei ngeschr i ebene Program- 
15 mierung bzw. Speicherung gesichert wird. 

Durch die Erfindung, insbesondere durch das Schalterele- 
ment in der fur die Eingabe von Speicherun- 

gen im erf indungsgemalien Speicherbaustein vorgesehenen WcbYfc- 
k-m^-Zuleitung zum CMOS-RAM-Spei cherbauste i n konnen samtliche 

20 zusatzlichen, seitlUhen Anschlusse an der Baustein- 
einheit entfillen, wie sie bei den bekannten "Instant 
ROMs" bzw. " EPROM EMULATORS" insbesondere als Anschlusse 
fur "write" (WE) und "Chip-Select" (TO notwendig sind. 
Vielmehr konnen samtliche Anschltisse des erfindungs- 

25 gemaUen Speicherbausteins in entsprechender Anordnung 
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wie die Pi n-Anordnung an herkomml ichen RAM-Bauste i nen 
bzw. EPROM-Bausteinen vorgesehen sein. Im Sockel sind 
daher a 1 1 e Steuerleitungen ansprechbar. Dadurch ist 
voller Schreib- und Lesebetrieb ohne Zusatzverkabelung 

5 moglich, und zwar ist jederzeit jede Bedienungsart 

mbglich. Durch eine einfache Adapterscha ltung , die in 
Art eines Zwi schensocke 1 s ansetzbar ist, kann der er- 
f indungsgemaGe Spe i cherbaustei n in herkommliche Programmie 
gerate eingesetzt werden. Durch den erf indungsgemalien Spei 

10 cherbaustein werden wesentliche Erleichterungen bei der 
Programmerstel lung gegeniiber den herkomml i chen EPROM- 
Speicherbausteinen erzielt, insbesondere da die Losch- 
zeiten entfallen. Gegeniiber den bekannt gewordneen 
"Instant ROMs" bzw. "EPROM EMULATORS" ergibt sich der 

15 zusatzliche Vorteil wesentlich verkurzter Schreibzei ten . 



In vortei lhaf ter Weiterbi ldung der Erfindung kann der 
Akkumulator auf die stand-by-Betr i ebsspannung des CMOS- 
RAM-Speicherbausteins abgestimmt sein und uber eine 
Diodenscha 1 tung bei Fehlen der externen Betri ebsspannung 
20 die Stromversorgung des CMOS-RAM-Speicherbaustei ns Uber- 
nehmen. Hierdurch wird in optimaler Weise der Obergang 
von Ladebetrieb des Akkumu lators auf Puf f erstrombetri eb 
und umgekehrt gewahrleistet. 

In bevorzugter Ausf iihrungsf orm ist der Akkumulator Ober 
25 den Widerstand an eine D i odenscha 1 tung Oder vorzugsweise 
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an die Basis eines mit seiner Emitter-Kol lektor-Strecke 
in die Zufuhrung fur die normale Betriebsspannung zum 
CMOS-RAM-Speicherbaustein gelegten Transistors ange- 
schlossen. Durch diese Diodenscha ltung bzw. Transistor- 
5 schaltung wird gewahr lei stet , daB bei Absinken der 

externen Betriet ".pannung unter einen Schwel lenwert der 
Puf f erstrom-Betrieb de~, Akkumulators selbsttatig ein- 
setzt. Dabei bietet das AnschlieBen des Akkumulators iiber 
den Widerstand an die oben angegebene Trans istorschal tung 

10 den vorteil, daft die im Ladestromkrei s des Akkumulators 
liegende Emi tter-Basi s-Strecke des Transistors eine 
wirksame D i odenscha ltung darstellt, wahrend die in der 
Zufuhrung fur die normale Betriebsspannung zum CMOS-RAM- 
Speicherbaustein liegende Emi tter-Kol lektor-Strecke 

15 des Transistors gleiche Funktion wie eine Diodenschaltung 
bei wesentlich geringerem innerem Widerstand und damit 
geringerem Spannungsabf a 1 1 bietet. 

Das zur Sicherung der' Einspeicherung an den Akti vierungs- 
eingang (pin 18) des CMOS-RAM-Spei cherbaustei ns gelegte 

20 Schalterelement kann ein von Hand zu betatigender Ein- 

Aus-Schalter sein. Bavorzugt wird man jedoch einen selbst- 
tatigen Schalter dort vorsehen. Hierzu kann das 
Schalterelement ein Schalttransi stor sein, der mit 
seiner Emitter-Kol lektor-Strecke zwischen dem Akti vierungs- 

25 eingang (pin 18) des CMOS-RAM-Speicherbausteins und dem 
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Anschluft fur die Akti v ierungsspannung (IT) gelegt ist, 
wobei die Basis dieses Transistors iiber eine Zenerdiode 
an die Versorgungsspannung gelegt ist. In beiden Fallen 
wird durch Unterbrechen der Verbindung zwischen dem 

5 Akti vierungseingang des CMOS-RAM-Spei cherbaustei ns und 

dem Anschluft fiir die Akt i vierungsspannung erreicht, daft 
uber den den Akti v ierungsei ngang mit dem Eingang fiir 
Versorgungsspannung des CMOS-RAM-Speicherbausteins ver- 
bindenden ohm'schen Widerstand am Aktivierungseingang 

10 der Zustand "high" aufgebaut wird, urn dadurch den CMOS- 
RAM-Spei cherbaustein gegen Speicherungsverlust zu sichern 
Bei dem aus Scha 1 ttrans i stor , Zenerdiode und Spannungs- 
teiler aufgebauten elektronischen Schalter kann die 
Dimensionierung von Zenerdiode und Spannungstei ler 

15 derart vorgesehen werden, daft der Scha lttrans i stor sperrt 
wenn die Betr i ebsspannung am Eingang fur die Versorgungs- 
spannung des CMOS-RAM-Speicherbausteins urn etwa 0,5V untE 
den Bereich der Mindestbetriebsspannung kommt. 



Fiir das Einsetzen des Speicherbausteins in herkommliche 
20 Programmiergerate kann ein in Art eines Zwi schensockels 
an die Baustei nei nhei t ansetzbares Anpassungselement 
vorgesehen werden, das in den anzupassenden Verbindungen 
elektroni sche Scha 1 tungstei 1 e , insbesondere eine inver- 
tierende Trans i storscha 1 tung enthalt. 
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Erf indungsgemaB kann eine Baustei neinhei t mit einer Grund- 
platte vorgesehen sein, an deren Unterseite AnschluBstifte 
(pins) in EPROM-Pi n-Anordnung angebracht sind und die auf 
ihrer Oberseite einen CMOS-RAM-Speicherbaustein , einen Akku- 

5 mulator, elektrische Bauelemente fiir einen Lade- und Puffer- 
stromkreis des Akk;. 'ul ators , einen an den Akti vierungsein- 
gang des CMOS-RAM-Spei cherbaustei ns angesch lossenen Schal- 
ter und elektrische Widerstande tragt, die als elektroni sche 
Randbescha ltung mit dem CMOS-RAM-Speicherbaustein und unter- 

10 einander verbunden sind. Dabei kann der Schalter bevorzugt 
aus einem Scha 1 ttrans i stor , einem ohm'schen Spannungstei ler 
und einer Zenerdiode zusammengesetzt sein. Oiese Baustein- 
einheit zeichnet sich durch kompakten Aufbau aus und laBt 
sich wie ein herkomml i cher EPROM-Speicherbaustei n handhaben. 

15 Besonders gtinstig laBt sich dies erreichen, wenn eine von 
seitlichen elektrischen Anschllissen freie Bausteineinhei t 
vorgesehen ist, bei der die auf der Oberseite der Baustein- 
platte angebrachten Bauelemente zu einem Block vereinigt, 
vorzugsweise eingegossen sind. 



20 Ausf Uhrungsbei spiele der Erfindung werden im folgenden 
anhand der Zeiclmung naher erlautert. Es zeigen: 
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Fig. 1 das Schaltbild einer erf i ndungsgemaBen 
Bausteineinheit in einer bevorzugten 
Ausf uhrungsf orm; 

Fig. 2 das Schaltbild einer erf i ndungsgemaBen 
Bausteineinheit in einer zweiten Aus- 
f iihrungsform; 

Fig. 3 das Schaltbild eines zusammen mit einer 
Bausteineinheit nach Figur 1 Oder einer 
Bausteineinheit nach Figur 2 benutzbaren 
Anpassungselementes; 

Fig. 4 eine erf i ndungsgema&e Bausteineinheit in 
vertikalem Schnitt, wobei nur ein Teil 
der in der Bausteineinheit enthaltenen 
Bauelemente dargestellt sind, und zwar 
schematisch, und 

Fig. 5 ein Anpassungselement in vertikalem Schni 
bei dem nur ein Teil der im Anpassungs- 
element enthaltenen Bauelemente darge- 
stellt ist, und zwar schematisch. 

In den Beispielen nach den Figuren 1 und 2 enthait die 
Bausteineinheit 2 einen bekannten CMOS-RAM-Speicherbau- 
stein 1, der an seinem Akti v ierungsei ngang (pin 18), 
seinem Eingang fur die Versorgungsspannung (pin 24) und 
seinem Ma sseansch 1 uB (pin 12) mit einer Randbeschal tung 
versehen ist. An den Eingang fur die Versorgungsspannung 




tt 
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(pin 24) und den Masseanschluli (pin 12) des CMOS-RAM- 
Speicherbausteins 1 ist eine Stromquelle zur Pufferung 
der RAM-Versorgungsspannung gelegt. Diese Stromquelle 
besteht aus der Reihenschaltung eines Akkumulators 3 und 
5 einer Diode 7. Da die stand-by-Betri ebsspannung des hier 

bem.i-.zten CMOS-RAM-Speirherbausteins 1 bei 2V liegt, 
kann der Akkumulator 3 aus zwei Zellen mit 1,2V Klemmen- 
spannung aufgebaut sein, also eine Klemmenspannung von 
2,4V haben, wenn die Diode 7 eine Germani umdiode mit 
10 entsprechen.i geringem inneren Widerstand ist. Der CMOS- 

RAM-Speicherbaustein hat eine Betr iebsspannung von 5V +10%. 
Dies entspricht einer normalen Betriebsspannung von 5V, 
einer maximalen Betriebsspannung von 5 ,.SoV und einer 
minimalen Betriebsspannung von 4,50V. Von der Zufiihrung 
!5 fur die Betriebsspannung (pin 24) ist der Ladestromkreis 
fur den Akkumulator 3 mittels des Transistors 4 abge- 
zweigt, wobei die nur vernachlassigbar kleinen, inneren 
Widerstand aufweisende Kol lektor-Emi tter-Strecke des 
Transistors 4 in die Zuf uhrungs le i tung 8 fur die Betriebs- 
20 spannung gelegt ist. Die Baustei nei nheit 2 hat dadurch 

die gleiche normale Betriebsspannung von 5Vi5& ; 
maximale Betriebsspannung von 5,25V und minimale Be- 
triebsspannung von 4,75V wie Qivx E PR a/f-?.peicherbaustein. 
Zur Bildung des Ladestromkrei ses ist die Basis des 
25 Transistors 4 iiber einen ohm'schen Ladevorwiderstand 10 
mit der positiven Spannungsklemme des Akkumulators 3 
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verbunden. Die elektrische GroGe des ohm'schen Lade- 
vorwiderstandes 10 und die Ladekapaz itat des Akkumulators 
3 sind derart aufeinander abzust i mmen , daft einerseits 
wahrend der Betriebszeit das vollstandige Aufladen des 
Akkumulators sichergesLel It und wahrend der Nichtbe- 
triebszeit der Bausteineinheit 2 das Entladen des Akku- 
mulators uber den CMOS-RAM-Spei cherbaustein ausgesch lossen 

» 

i st . 

An den Akti v ierungsei ngang (pin 18) des CMOS-RAM-Spei cher- 
bausteins 1 sind in beiden Ausf iihrungsf ormen ein ohm'scher 
Widerstand 6 als Verbindung zum Betr iebsspannungsei ngang 
(pin 24) und ein Scha I terelement als Verbindung zu dem 
"CT-SteuerungsanschluB der Bausteineinheit 2 angesch lossen . 
In der in Figur 1 w iedergegebenen bevorzugten Ausf uhrungs- 
form ist das Scha ltere lenient ein durch den Schal ttrans i stor 
5 mit ohm'schen Spannungstei ler 12, 13 und Zenerdiode 11 
gebildeter elektroni scher Schalter, der auf das Absinken 
der Betriebsspannung in der Betr i ebsspannungszu lei tung 
8 durch Sperren des Transistors 5 anspricht. Die Zener- 
diode 11 ist hierzu derart mi t dem ohm'schen Spannungste i let 
12, 13 abgestimmt, dafi der Transistor 5 nur dann durch- 
gangig ist, wenn die in der Betriebsspannungszuleitung 
8 anliegende Spannung einen Mindestwert hat, der etwa 
0,5V unterhalb der Mindestbetriebsspannung liegt, also 
einen Mindestwert von 4,0V bis 4,25V. Unterhalb dieses 
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Mindestwertes der Spannung in der Leitung 8 liegt die 
Basis des Transistors 5 uber die Zenerdiode 11 und den 
elektrischen Spannungstei ler 12, 13 auf einer Spannung, 
bei der der Transistor 5 gesperrt ist. Bei gesperrtem 

5 Transistor 5 stellt sich an dem Akti v ierungsei ngang (pin 18) 

des CMOS-RAM-Speicnerbausteins 1 die Betriebsspannung bzw. 
die t -if ferspannung ein. in jedem Fall bedeutet dies den 
Zustand "high" am Akti vierungsei ngang und damit Inakti- 
vierung des CMOS-RAM-Speicherbausteins. fur Speicherungs- 

10 aufnahme oder Spei cherungsabgabe . 

Die Steuerung des Akti v ierungsei ngangs mittels des NPN- 
Transistors 5 ergibt sich aus der folgenden Tabelle 





Spannung an 
Ermi tter 


Spannung an 
Pin 18 


Funktion 


15 


high (5V) 


high (5V) 


IC ist inaktiviert = 
Stand by; keine Funk- 
tion moglich, Daten 
geschutzt. 




low (OV) 


low (OV) 


Schreiben/Lesen mogl. 


20 


undef i niert = 

IC aus Schaltung 

gezogen 


high (2V Puffer- 
spannung) wegen 
1 ,5k* Kol lektor- 
widerstand 


IC inaktiviert; 
Daten geschutzt. 


25 


low (OV) = auftere 

Betr.-Spannung 

abgeschaltet 


high (2V Puffer- 
spannung) wegen 
1 ,5 k-ft Kollektor- 
widerstand 


IC inaktiviert; 
Daten geschutzt 
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Eine Steuerung gleicher Art lalit sich auch mittels eines 
in der verei nf achten Ausf uhrungsf orm gemSB Figur 2 vorge- 
sehenen Handschalters 9 erreichen. Jedoch darf der Benutzer 
der Bausteineinheit 2 nicht vergessen, den Handschalter 9 
zu dffnen bevor die Betr i ebsspannung abgeschaltet wird 
bzw. bevor die Bausteineinheit 2 aus einem Programmier- 
gerat oder aus einer Prozessorschaltung herausgenommen 
wi rd . 



10 



In Abanderung der dargestel lten elektrischen Schaltung 
der Figuren 1 und 2 kann der Akkumulator 3 auch aus drei 
Zellen zu je 1.2V K lemmenspannung aufgebaut werden, also 
eine Gesamtk lemmenspannung von 3,6V erhalten. Hierdurch 
lafit sich eine etwas hohere Puf f erspannung erreichen und 
fur die Diode 7 eine Diode mi.t grbfierem inneren Wider- 
15 stand, be i sp i e 1 swei se eine Si 1 i ciumdiode einsetzen. An- 

dererseits empfiehlt sich ein Akkumulator mit 3,6V Klemmen- 
spannung nur,wenn die Betriebszeit der Bausteineinheit 2 
relativ groli im Vergleich zur Nichtbetriebszeit ist, also 
die Betriebsspannung relativ langzeitig anliegt. 



20 



Die Figuren 1 und 2 zeigen nur die mit der Randbescha 1 tung 
verbundenen Anschlusse des CMOS-RAM-Speicherbaustei nes 1. 
Alle ubrigen Anschlusse des CMOS-RAM-Speicherbausteins 1 
sind als Anschlusse der Bausteineinheit 2 herausgef iihrt . 
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Figur 3 zeigt das Schaltbild einer besonders einfachen 
Ausf iihrungsform des Anpassungselements 20. Im Schaltbild 
gemali Figur 3 sind nur diejenigen Anschlusse und Leitungen 
wiedergegeben , die zur Anpassung der Bausteineinheit 2 an 

5 herkommliche Entwicklungs- und Programmiergerate zu 

variieren sind. Dabei sind auf der linken Seite des 
Sch^i tbi Ides die Anschlusse zu dem Entwicklungs- bzw. 
Programmiergerat und auf der rechten Seite des Schalt- 
bildes die Anschlusse zu der Bausteineinheit 2 wieder- 

10 gegeben. 



Im dargescel lten Beispiel enthalt das Anpassungse lement 

20 eine i nvert i erende Transi storscha ltung mit einem 
npn-Trans i stor 21. Die Basis dieses Transistors 21 ist 
liber einen ohm'schen Widerstand 22 an den Anschluft ITT 

15 (pin 18) zum Entwicklungs- bzw. Programmiergerat gelegt. 

Der Kollektor des npn-Trans i stors 21 liegt an dem An- 
schlufi Wt (Buchse 21) zur Bausteineinheit 2 (Figuren 1 
und 2) und uber einen ohm'schen Widerstand 23 an dem 
im iibrigen durchgesch le i f ten Betr iebsspannungsanschluB 

20 (pin 24 und Buchse 24). Der Emitter des npn-Transi stors 

21 liegt an den Anschliissen ITS" (Buchse 18) und T3T 
(Buchse 20) zur Bausteineinheit 2 (Figuren 1 und 2) sowie 
an dem im iibrigen durchgeschleiften Masseansch luB (pin 12 
und Buchse 12). Die Verbindungen Vpp (pin 21) und TIE 

25 (pin 20) zum Entwicklungs- bzw. Programmiergerat sind 

nicht durchgef iihrt (nc) . Mit diesem Anpassungselement wird 
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erreicht, daft unabhangig vom Zustand an den Anschltissen 
Vpp (pin 21) und UE (pin 20) der Zustand am Anschlufi 
CT (pin 18) zum Entwicklungs- und Programmi ergerat inver- 
tiert am Anschlufi WE (Buchse 21) zu Baustei nei nheit 2 
5 auftritt, wahrend der Zustand an den Anschltissen CT 

(Buchse 18) und 'OT (Buchse 20) zur Bausteineinheit 2 
unabhangig vom Zustand am Anschlufi CT bzw. am Anschlufi 

stets "low" ist. Die invertierende Wirkung wird da- 
durch erzielt, dali bei Zustand "high" an "CT der npn- 
10 Transistor 21 leitend ist und daher den Anschlufi WF 

(Buchse 21) mit den stets an Masse (OV) liegenden An- 
schlussen CT (Buchse 18) und TJF (Buchse 20) parallel- 
schaltet. Bei Zustand "low" an CT (pin 18) sperrt der 
npn-Transistor 21, so dali sich an dem Anschlufi W 
, 15 (Buchse 21) uber den Widerstand 23 von der Betriebs- 

spannung her der Zustand "high" aufbaut. 

A 1 1 e ubrigen Anschliisse sind im Anpassungselement durch- 
geschleift ebenso wie der Anschlufi fur die Betriebs- 
spannung (pin 24 und Buchse 24) und der Masseanschlufi 
20 (pin 12 und Buchse 12). 



Bedeutung: CT = Chip-enable 

CT = Chip-select 

TJF = output-enable 

W = write-enable 
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low = oV 
high = 2± 5V 



Figur 4 zeigt die Bausteineinheit schematisch in vertika- 
lem Schnitt, wobei der Schnitt den Masseansch lu& (pin 12) 
5 und den Betrie^i .pannungsansch 1 uB (pin 24) zeigt. Diese 

Ansch luftstif te (pins) sind.wie samtliche Ansch luRsti f te 
16, in pin-Anordnung eines EPROM-Speicherbausteins 
in der Grundplatte 15 befestigt. Auf der Oberseite der 
Grundplatte 15 sind der CMOS-RAM-Speicherbaustein 1 und 

10 die elektrischen Bauelemente der Randbescha ltung ange- 

bracht. Figur 4 zeigt von diesen elektrischen Bauelementen 
den Akkumulator 3, die Betr iebsspannungszuf iihrungsleitung 
8 zum CMOS-RAM-Speicherbaustein 1, mit dem in dieser 
Betriebsspannungszuleitung 8 angebrachten Transistor 4. 

15 Ferner sind der an den Transistor 4 angesch lossene , im 

Ladestromkreis des Akkumu 1 ators 3 liegende Ladevor- 
widerstand 10 und die im Puf f erstromkrei s liegende Diode 
7 gezeigt, die mit dem Akkumulator 3 und dem CMOS-RAM- 
Speicherbaustein 1 verbunden ist. Samtliche zu der 

20 Randbeschaltung des CMOS-RAM-Speicherbaustei ns 1 gehoren- 

18 

den Bauelemente und Anschluftleitungen sind mit dem CMOS- 
RAM-Speicherbaustein 1 zu einem Block 17 vereinigt, der 
mit elektrisch isolierendem KunslsLoff zusammengegossen ist. 



Das Anpassungselemenl 20 ist ••b<;nf<ills blockartiy ausge- 
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bildet. Dieser Block 24 hat in etwa die Form eines 
Untersockels, auf den die Bausteineinheit 2 aufsteckbar 
ist. Zu diesem Zweck sind in der Oberseite des Blockes 
24 Buchsen 25 angebracht, in die die AnschluBstif te 
16 dcr Bausteineinheit 2 einsteckbar sind. An der Unter- 
seite weist der Block 24 AnschluBstifte 26 in pin- 
Anordnung eines EPROM-Speicherbausteins auf. Diese 
AnschluBstifte 26 sind in einer Grundplatte 27 be- 
festigt, die im ubrigen den Block und die in ihm ver- 
einigten Bauelemente tragt, und zwar einen npn-Trans i stor 
21 und mit diesem Transistor 21 verbundene ohm'sche 
Widerstande 22 und 23 sowie von den jeweiligen AnschluB- 
stiflen 26 zu entsprechenden Ansch 1 uBbuchsen 25 fiihrende 
Verbindungs Ipitungen 28. Der sockelartige Block 24 ist 
aus elektrisch isol ierendem Kunststoff gegossen. 
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